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L 1 invention concern 

Le document XEEF Tran.. 4_ . 
Vol. ED-24 No s m nSaCtl ° nS ° n Electron Devices 

une cell.il Z' ^ & * ~« ™* 

cation de memoires non vo * a ^; a °; P ° rte fl °""" !• r.brl- 

electriquement. Dans le cas (p ™- tes) rep r o Mables 

une grille flottante ^ J* • -« Z^TV 0 ™ - ^ Cha ^ 

^ille de commande pouvant etre V 

element au-dessus de l! S<>nt di »P»^« v„ti- 

aessus de la voxe d'un canal, la trri n « h 
recouvrant !• ensemble de la voi, „ commande 

flottante n • en recouvre ,° ^ tandis ^ ^ grille 

• .mi. 3u b di Vis L d q ^ partie - La «*. * 

^5 lules de memoJe e f7 ^ ^ ^ lectu ~ -1- 

« d . apP a UV :::ii m ;i ce ;: ::~r ca ™ e de 

moire s-effectue a, erille fl ° ttante ™e- 

eff ^ , 6ffeCtue au m °Xen d'une injection de canal. A cet 
effet lea electrons sont acceleres dan, 

entrails au moyen d'un «.„ " P6tlt Canal et -nt 

moyen d un champ transversal ii^* - 
taire en directs s ^ ersa l electrxque suppiemen- 
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taire en direction de la ffri i, B j , . 

Bans le brevet frangais No 7« »-r = ,, 
une „ latile .^.^ ^ J= » — 

van t io 4-^^v._ • u reaiisee sui- 

dnT; ->- a technique de la o-^-f i i" 

M ae ia grxlle ou porte flottanto a - , 
la charge que la , ttante ' Aussx bien 

-yen d'un transit direct d'el.ectrons entre la r x ^ ^ 
et le substrat, un champ electrize intense de , fl ° tta ^e 
Priee etant appli QU< s Mt , " P ola ^t« ap pro - 

PPlxque entre la grille flottante et le substrat. 

cypres !' eXemPle d ' UnS a Pi» ff -. on connait, 

« & ie document Siemens Forschun^s- i.^h ^ . 

Sponger-Vena., Vol. 4 ( 1975 ) No 

ceHule a memoire MK0S pour la fabrication d ^ - 9 ' 

latiles ou permanentes Une - riCatl ^ «• -emoxres non vo- _ 

id au moyen d-une t^TT- ^ ^ 

au niveau de 1 • interface • 1 «*«QU. de charge de pie.es 

rrace entre une couche de nitrure 
couche d'o.xyde. La charge d« m a 6 et Une 

charge, d« mSme que la decharge s'effectue 
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a 1 'aide de transits d' electrons par effet tunnel et ce en pre- 
sence d'intensites electriques de champ elevees, 

Le document IEEE Transaction on Electron Device, Vol. 
No. 5, Mai 1977, pages 5S*4 a 586, a fait connaitre des 
5 cellules de memoire qui travaillent de la meme fa^on que des 

transistors MNOS, mais dans le-squelles cependant la succession 
des couches electrode de grille metallique, nitrure, oxyde * 
est remplacee par des transistors qui possedent la succession 
de couches suivante, polys ilicium, nitrure oxyde, nitrure, oxyde. 

10 Dans toutes les memoir es connues jusqu'alors, qui 

sont constitutes par les cellules de memoire indiquees, la duree 



d' effacement ou la dure e de pro gramma ti on est prede terminee e t 
reglee de facon fixe par 1 1 int ermediair e d 1 un organe exterieur 
de c cmmande temporelle. Les durees d* effacement ou de pr o gramma ~ 

15 tion doivent etre choisies suffisamment longues pour que des 

variations, impliquees par la technique de fabrication, des ca- 
rac teris tiques d'effacement et de programmation des differentes 
cellules, soient prises en compte non seulement a l'interieur 
d 1 une microplaque t te ou puce, mais egalement du point de vue 

20 de contraintes differentes de fabrication. En outre meme les 

variations, impliquees par 1 ' organe de commande temporelle lui- 
meme, sur les tolerances de duree doivent etre incluses. Des 
durees importantes de programmation et d'effacement entrainent 
le risque de perturbations ou parasites de mots adjacents ou 

25 voisins et impliquent egalement souvent une alteration ou dete- 

rioration des carac teris tiques de programma,tion , en particulier 
dans des cellules de memoire, daiis lesquelles le processus 
d ' inscription ou d'enregistrement s'effectue au moyen d 1 une in- 
jection de canal. Des durees elevees d 1 inscrip tion-ef f acemen t 

30 reduisent le nombre des cycles admissibles d 1 inscrip tion-ef face- 
ment • Afin de parvenir a des durees minimales d 1 inscrip tion- 
ef facement et par consequent d'accroitre la duree de vie et la 
qualite de memoires correspondan tes a semiconduc teurs , il serait 
souhaitable d'equiper des memoires a semiconduc teurs de telle 

35 maniere qu'un organe exterieur de commande temporelle soit inu- 

tile et que lors de la determination de la duree d 1 inscrip tion- 
effacement, seules les variations a l'interieur d 1 une meme micro- 
plaquette aient une influence, cependant que des variations con- 
c ernan t des contraintes differentes de semiconduc teurs ne sont 
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pas prises en compte. Ainsi on peut obtenir une reduction im- 
portante des durees d 1 inscrip tion-effac ement et on peut accroi- 
tre de fagon c orr espondan t e la qualite ainsi que la duree de 
vie des memoir e s correspondant es . 

5 La presente invention a done pour but d'equiper une 

memoire non volatile, reprogrammable el ec tr i quemen t par mots, 
de telle maniere qu 1 un organe exterieur de commande temporelle 
soit inutile et de telle maniere que les durees effectives de 
programmation ou d 1 inscrip tion des cellules individuelles soient 
10 reduites par rapport a des memoires possedant des organes exte- 

rieurs de commande temporelle. 

Ce probleme est resolu conformement a 1' invention grace 
au fait qu'un circuit de commande est interconnecte a ,1a matrice 
de memoire de telle ma niere que pour chaque ligne de me moire, JJ_ 
1 5 e st prevu des Idurees variables d'effacement et d 1 inscrip tion ,^ 

dont la fin est indiquee par 1' apparition d 1 un etat predetermine 
d'effacement ou d 1 inscription d'une ou de plusieurs cellules de 
memoire faisant partie d'une ligne de memoire , dans laquelle 
doit etre realise un effaceinent ou une inscription, leciit etat 
20 d'effacement ou d 1 inscription d'une ou de plusieurs cellules 

de memoire de la ligne de memoire consideree etant contrSle 
pendant la duree d'effacement ou d ' inscrip tion de cette ligne 
de memoire « 

La memoire conforme a l 1 invention presente, par rapport 
25 aux memoires connues, I'avantage consistant en ce que 1 1 on fait 

I'economie de 1 1 organe exterieur de commande temporelle et que 
de ce fait 1 1 ensemble du dispositif permettant de faire fonc- 
tionner la memoire s 1 en trouve simplifie et meilleur marche • 
Les variations de tolerances de tous les composants, qui font 

30 partie d 1 un organe de commande temporelle et qu'il faut prendre 

en compte lors de la determination de la constante de temps, 
n'entrent plus en ligne de compte dans la duree d 1 inscrip tion 
ou dans la duree d'effacement de la memoire conforme a 1 ' inven- 
tion et ne contribuent par consequent egalement pas & un accrois- 

35 sement de la dur£e d' inscription et de la duree d'effacement, 

Lors de l'agencement d 1 un organe exterieur de commande 
temporelle, il faut egalement prendre en compte des variations 
de tolerances concernant les temps de programma tion ou d'efface- 
ment de microplaquettes de memoire par suite de diff^rentes 
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-hint donne que dans les temps 
contraintes de fabrication. r.tant donne q 

de probation ou .-effacement de la memoire confon,. a 
^, invention n-int.rvi.nn.nt au maximum ,e les vacations 
d ans une microplaquette a semiconducteurs , par consequent 
ies temps de probation et d-effacement de la memoxre 
les temps V , alement red uits avantageusement 

conforme a 1 ' invention sont egalemen ^ 
par rapport a ceux des Moires usuelles comportant un 
gane exterieur de commande temporelle. 

Une reduction du temps de programmation ou du temps 
d . eff acement d'une memoire est avantageuse tout ™* 
DO ur le fonctionnement d • une telle memoire. En second Ix.u, 
2 duree raccourcie de reprogrammation a des r .percussions 
Tu a duree de vie de la m.moire. On sait que les carac e 
Piques de programmation et defacement d • une memoxre s al_ 
terent lorsque le no-br. des cycles d . in.crxptxon/-.-o«. - 
Unt. Ces alterations ou deteriorations sont provoquees par 
mente. Oes ax , d qui peuvent pro- 

exemple par des empoisonnements de 1 oxyde q P 
duire des porteurs de charge chauds, ou oxen par des p 
defatigue de couc.es de nitrure. Par consequent des durees 
.IduiteT de reprogrammation implant un .ccrc».«n^u 

— - -HI — 

accroissement de la auree 
vent ion . 

Par suite de la reduction des temps d ' effacement , 
et ce dans le cas de memoires. a grille flottante, le risque 

t .r-'est-a-dire le decalage des ten- 
d'un effacement excessif, «c est a dire _ ouve re _ 

de seuxl sur des valeurs trop negatives , se trouve re 
TT Be ce rait a nouveau d • eventuelles difficult peuvent 

: • s ors de I- operation successive de programmation 
etre reduites lors tie j- *->r 

au moyen de "l ' injection de canal. 

Enfin la reduction de la duree- de r epr o gramma t ion 
d .une memoire conduit .galement a un parasitage plus faxbl. 
par mots voisins ou adjacent* que dans le cas de dur< .. plu 
Lportantes de reprogrammation. Des durees plus «P~™ 
„ e reprobation .rovoquent souvent, dans des cellules xn 

35 /ividueiles de mots voisins, 1 ■ inscription ou 1 e -.e 

intempestive d'une information, ce qui conduit a des erreurs 
lors du fonctionnement des memoires . 

Une reduction des durees de programmation et d'ef- 
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facemen t present-^ 

presente en outre l'avantage d . imnl ■ 
en courant reduite et par co„, • PUquer Une cha ^ 

crista! se.iconductlr ™ plus faible 

Cet avantage est na t- - 
da„» l., qu .i les , rt " ul "«„e„t i.p„ t . nl pour dos 

1 'injection d. can.!. J< wir, «» »y,„ a e 

^ - t.n. mani , re qu ; ::::r ec r a ia matrice 

riable defacement d'une lif T J °°*ent 10 n d . une duree va _ 

- —at d .e ffacemen t : un :z :; --° ir - et — - 

moire de la ligne de . ™ ° U PlUS ' leu - cellules de me- 

tensions d'effacempnt = . ellacee, l es 

ement a PPliquees aux cell, ,1^ » 
reparties suivant une suite t ' C6llules de m «ire sont 

-elles de telle JlCT^^^ 

est insere respec ti.emenYLT L"™ " ^ ™* 

l6S P au se S entre impulsions. 
Dans i e cas de cellules de memoire 
aucune plage defacement isolee du ' „ - , „ ^ poss ^ent 

- X. P la.e du eanal, un effa eL" T 

si-ltan.s ne sont pas possibies ,11,71 ^ ^ C ° ntr3le 

^ 16 - - cixul.. de memoire k JL^T' " 
sxtive .levee doit etre appi iquee a la ' ^ ^~ 

tandis q ue la source doit ^ £ ^ ^ ™ pour Leffacement 
ture de contr6le. Dans i a * „ • * P ° Ur la lec " 

Ces deux conditions ne peuvent ' tensions a PP i iqu(les . 

Une repartition de la • ^ rem P lies simul tanement . 

facement. PoU r le tvn. • „ • . ^pulsions d'ef- 

repartition de la teL, T ** • ^ 

—pui S i 0 n S rj^:: :;; s d ;r ce : ent en — ~.n. 

"elles est par ticulierement importante. 

-i d i S posel\ c \::;:i u n t et cepe :r ant - ««• — • - ™ s , 

— ^lectrique de la ! * ^T""' iS <^* -« Point de 

No. 77 29039) (v ° ir 16 br * Vet ^- 9 a is 

77.29039), P ux SS ent etre Element effacees au mn 
suite d' im pu i sions d'«f^ * , ™oy en d'une 

8 d effaCement ' mS ' ne si Pour de file, cellu- 
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les un effacement est possible au moyen d'une tension d' efface- 
ment constante dans le temps. Etant donne Que sous 1 'action 
d * un effacement impul s ionnel , 1 1 echappement du cristal est plus 
faible, 1 1 util i sa tion d 1 impulsions d 1 effacement peut etre par 
5 exemple egalement avantageuse dans le cas de cellules comportant 

une fenetre d' effacement isolee. 

II est avantageux d'interconnecter un circuit de 
commande a la matrice de memoire de telle maniere que la'duree 
d' effacement d 1 une ligne de memoire soit t ermine e lorsque tou- 
10 tes les cellules de memoire , dans lesquelles est r ealisee un e 

lecture de controle, possedent une tension de seui^ IT p* aye c 
|U T | etant inferieureou egaJe a | ^qi\ 9 lorsque l? r ^ designe urie 
valeur de seuil pr ede t erminee des cel lules de memoire utilisees. 

Cette condition peut etre satisfaite de la maniere 
15 suivante par exemple dans le cas de cellules de memoire rea- 
lisees suivant la technique a canal n : 

Une cellule de memoire est bloquee a. 1 1 etat non effa- 
ce dans le cas ou une tension positive suffisamment elevee 
n' est pas appliquee a sa grille de commande. Si par exemple 

20 on realise un effacement en direction de la source, une tension 
positive intense est appliquee par les impulsions d' effacement 
a la source, tandis que la grille de commande est placee a la 
masse. Sur le drain est t ou j ours appliquee de facon pr ed e t er- 
minee une certaine tension positive pas tres elevee qui est 

25 exactement suffisamment elevee pour suffire a la lecture et a 
la lecture de controle des cellules. Au debut du processus 
d 1 effacement , tant que la tension de seuil J J est superieure 
a la valeur de seuil prede terminee j Uq L | > l a cellule devant 
etre effacee reste bloquee egalement pendant les pauses entre 

30 les impulsions d 1 effacement . Si cependant la tension de seuil 
diminue au bout de quelques impulsions d 1 effacement de telle 
maniere qu'elle atteint et tombe au-dessous de la valeur 
j ^qj^ J » 3- a cellule est conductrice pendant la pause immediate- 
ment suivante entre les impulsions. Etant donne que pendant 

35 les pauses entre les impulsions, la source des cellules est pla- 
cee a la masse et que d'autre part le drain est toujours charge 
par une certaine tension positive qui est suffisante pour la 
lecture et pour la lecture de controle, il s'ecoule alors un 
courant a travers la cellule. Ce courant d'une ou de plusieurs 
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cellules de memoire , au niveau desquelles est effectuee une 
lecture de controle, peut a nouveau etre utilise en tant que 
signal pour arreter la duree d'effacement d 1 un mot selectiome, 
Les cellules de menioire ne sont par consequent effacees que 
jusqu ! au moment ou l'etat M 0" est atteint precisement avec 
l'intervalle de securite reliable. 

Dans des cellules determinees , il est egalement 
avantageux qu 1 un dispositif de commande soit interconnecte 
a la matrice de memoir e de telle maniere que la duree d 1 effa- 
cement variable soit atteinte au moyen d'une tension d 1 efface- 
ment appliquee de f agon continue dans le temps et au moyen 
d'une lecture de controle simultanee, la duree d'effacement 
d'une ligne de memoire e tant terminee lorsque toutes les cel- 
lules de memoire, au niveau desquelles est effectuee la lecture 
de controle, possedent une tension de seuil U T pour laquelle 
on a la relation j u~ T J ^ | U ol|" 

Un effacement continu et une lecture simultanee peu- 
vent etre realises dans les cellules de memoire du type a 
ff ri He flottante, qui possedent une fenetre d'effacement isolee 
elec triquement de la region du canal, de telle maniere que la 
tension de source puisse atteindre egalement la valeur O volt 
pendant toute la duree d'effacement, cependant que la region 
de diffusion isolee situee dans la fenetre d'effacement posse- 
de une tension positive intense. Une telle cellule est decrite 
dans le brevet francais Numero 77.29039, 

II est egalement avantageux qu 1 un circuit de commande 
soit interconnecte a la matrice de memoire de telle maniere 
que, pour l'obtention d'une duree d ' inscription variable d'une 
ligne de memoire et pour le controle de l'etat de programmation 
d'une ou de plusieurs cellules de memoire de la ligne de me- 
moire devant etre programmee, les tensions de programmation 
appliquees aux cellules de memoire soient reparties suivant 
une suite temporelle d 1 impulsions individuelles de telle ma- 
niere qu'un processus de lecture de contrdle soit insere res- 
pectivement pendant les pauses entre les impulsions. 

La repartition ou subdivision de la duree de program- 
mation en impulsions individuelles presente, en particulier 
dans le cas de cellules qui sont programmers avec une injection 
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de canal, l'avanta S e con.istant en -ce qu • un cha U ffa g , intense 
de la microplaquette a s emic onduc t eur s se trouve de ce fait 
reduit par les courants intenses de canal. 

Une lecture de contrSle au niveau d • une cellule de- 

, „ .,_ -> _ nance entre les impulsions a 
vant etre programmee pendant la pause 

en outre comme avantage , pour toutes les cellules utilisees, 
qU e la duree de probation- d'une cellule peut etre adaptee 
a la duree de propagation effectived necessaire de cette 
cellule. De ce fait la valeur de seuil d ' une cellule devant 
etre programmee n-est pas accr. sensiblement au-dela d • une va- 
leu r nominale predetermine superieure de la tension de seuil. 
II en results en outre 1 • avantage d'une reduction de la duree 
de probation et, par voie de consequence, d • un endowment 
moindre des cellules a semiconduc teurs , ce qui conduit a nou - 
15 veau a un accrois sement- de la duree de vie et a un accroissement 

du no mb re des cycles d ■ inscription/lecture . Des endowments ■ 
de memoires conforms a 1' invention, qui sont bases sur la re- 
programmation, ne conduisent. pas, comme dans le cas d autres 
m.moires, a d • eventuelles defaillances totales , -ai. n. font 
20 qu-accroltre de facon continue les durees d • inscription/lecture . 

Une variante de 1 ■ invention reside dans le fait qu'un 
circuit de commande est interconnect, a la -trice de memoir, 
de telle maniere que la duree d • inscription d'une ligne de me- 
mo ire est terminee lorsque toutes les cellules de memoire au 
niveau desquelles on effectue une lecture de control- , possedent 
une tension de seuil | T^J superieure ou egale a | U GS | . 

Une variante de 1' invention reside dans le fait que, 
.endant la duree defacement et a 1'interieur d - un processus 
de lecture de contrSle, dans le cas d'une tension de grille U GL , 
l.«at efface est afficne par la diminution de la valeur ab- 
solue de la tension de drain | „ D | et que pendant la duree des- 
cription et a 1'interieur d'un processus de lecture de contr&le, 
dans le cas d'une tension de grille U GS . 1'etat program** est 
affiche par 1 ■ accroissement de la tension de drain | U D | . 

II est avantageux qu'un circuit de commande soit in- 
terconnect, a la matrice de memoire de telle maniere que les 
signaux de sortie de drain, qui indiquent la fin d'une duree 
d- inscription ou d'une duree defacement d'une ligne de memoire, 
soient utilises pour le debranchement de la tension d - inscription 
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>-i-ixuxes de memoire on 11 + -,- i ,- 
tors a effet do ^ utilise des transis- 

so nt cons 1 u : - e — s , lectriquement et qui 

selon l e Princip ; ^ PrinC - e * ^He «ott.nta ou bien 

^ P ° ±nt de dS la ^chnique des circuits ±1 

est avantageux que les conducteurs de dea T .' 

a effet de champ utilis6s pQur la ^J^* ^ tors 
. , ^ realisation de cellnioc 

de memoire soient reunis Da . * cellules 

de drain a - - * qU ° leS c ^ducteurs 

de dram associes soient reunis par bits. 



avantageux qu'un circuit de commande soit 
interconnects a la matrice de memoir de tell. - 
15 les tensions de cri u P • 116 maniere que 

S lll6> qU1 SOnt ne'cessaires en tant que 
valeurs predetermines de tension h \ / 

ue tension de seuil (u et n ^ 

la lecture de contrSle lors de i„ ° S GL - } P 

lors de la programraation et de l > o*-r= 
cement, ainsi 01,0 1 = + e 1 effa " 

' iIlsl Q ue la tension de v-ri 1 i „ 
io / „ grille pour la lecture Hp 

t*„,- „ GR ° leri1 ' Prslevees s ^ un meme diviseur de 

tension de telle maniere que 1' on ait * • . . 

I <= ^ue x on ait tou jours I tt I 

Cette disposition rara^j-,-* _ 
ri ,, f . n earantit avantageusement une 

difference minimum sure entre la tension de grilj e u 1 
25 de la lecture et la tension de seuil U (^ ) 

gramme, avec XT ('M")! ^ f tt \ / t( } ' 1 **** pr0 ~ 

rto -, . - + * ' T I ^| U GR| ou la tension de seuil U (» 0 '0 

de l'etat efface d'une celimJ h - . • T . ^ 

I TT I cellule de memoire, avec |tt ( » 0" ) / <£_ 

programme et l'etat t-,™„. , H x etat non 

5 con tr , - ' Programme peuvent etre determines de fa- 

a ces d raPP ° rt * ^ t6nSi0n de 1-ture grace 

a ces dispositions, on peut reduire la largeur de-ia fenH 
Slectrique, c'est-a-dire de 1- Ai rr* fenetre 
tr. la tension de grille ^ P ^ P ° tentiel — 

dans LinscriptionT et la t ^ C ° ntr6le P6n ~ 

prion U GS et la tension de grille lors de la 
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lecture de controle pendant I'cffacement U~ r . De ce fait 
avantageusement ou bien les tensions pendant la reprogrammation 
peuvent etre faibles ou bien la duree de reprogrammation est 
par ticulierement breve. Eii outre grace a ces dispositions, 
on peut placer la fenetre electrique dans une plage predeter- 
minee de tensions de seuil 

A titre d'exemple on a decrit ci-dessous et illus- 
tre schema tiquement aux dessins annexes plusieurs formes de 
realisation de l'objet de 1* invention. 

Les exemples de realisation concernent la technique a 
canal n. Des exemples de realisation analogues sont cependant 
possibles suivant la technique a canal p. 

La figure 1 represente un schema-bloc d 1 une memo ire 
conforme a 1 1 invention • 

Les figures 2a a. 2g sont des representations graphi- 
ques d ! impulsions d ' ef f acemen t- d 1 ins cription et de lecture 
de controle et de lecture. 

Les figures 3 et 3a montrent deux exemples d'un 
systeme logique d 1 isolation pour des memoir es conforraes a 
1 1 invention . 

La figure k represente un circuit de c ommande de 
grille pour des meraoires conformes a 1 ' invention et un cir- 
cuit de c ommande de source et de drain pour des memoir es com- 
portant des cellules, qui sont chargees avec une injection 
de canal . . 

La figure 5 represente un circuit de c ommande de 
source et de drain pour des memoir e s conformes a 1* invention 
comportant des cellules de memoire qui sont chargees au raoyen 
de champs electriques intenses appliques entre la grille de 
memoire et la region de diffusion. 

La figure 1 represente le schema-bloc d'une memoire 

conforme a 1 1 invention comportant une matrice de memoire 100 

comportant m lignes et n colonnes. A la matrice de memoire 

100 est raccorde un circuit 200 de commande de sources et de 

drains, qui delivre les tensions de source U_- a et les 

S 1 Sn 

tensions de drain U D1 a (ce qui est indique par des fle- 

ches entre la matrice de memoire 100 et le circuit 200 de 
commande de source et de drain ) . La direction des fleches 
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indique le cote des lignes de jonction, a partir desquelles 
la tension consideree est appliquee. Les directions doubles 
inversees pour U D 1 a U indiquent que les tensions de drain 
sont determinees soit directement par 1 ' intermediaire d'un 

5 circuit de commande de drain, soit indir ec t ement , dans le 

cas d ' un drain flottant du point de vue electrique, egalernent 
par 1 ' intermediaire du circuit de commande de source. Les 
tensions de drain U a de la matrice de memoir? 100 sont 

d f autre part egalernent raccordees a un systeme logique d 1 ex- 

10 ploitation kOO (ce qui est indique par des fleches entre la 1 

matrice de memoire 1 OO et le systeme logique d 1 exploi tation 
kOO) . Les entrees ^ a du systeme logique d 1 exploi tation 

400 ainsi que les circuits de commande de source et de drain 
200 sont reliees entre eux d'une facon elec triquement conductri 

15 c ©* Cette liaison electriquement conductrice des entrees de 

donnees du systeme logique d 1 expl oi tati on kOO et du circuit 
de commande de source et de drain 200 n'a ete indiquee, pour 
avoir une Vneilleure vue d f ensemble, que pour 1 1 entree des don- 
nees de la premiere colonne D sur la figure 1, par la ligne 

20 formee d 1 un trait mixte 1000. Les sorties des donnees 1) , - a 

A 1 

representees par des fleches qui partent du circuit 200 

de commande de source et de drain, sont determinees par le 

niveau des tensions de drain U^^ a • Les tensions de grille 

des conducteurs de grille commandes par mots de la matrice de 

25 memoire 1 OO sont aliment ees par 1 1 intermediaire d'un circuit 

500 de commande de grilles avec des potentiels appropries U_, 

G 1 

a u* Gm , Dans le circuit 500 de commande de grille , les con- 
ducteurs de selection d'un decodeur de lign.es V„ a W sont 

1m 

disposes de telle maniere que 1 1 on peut realiser une selection 
30 appropriee de mots. Le circuit de commande muni de la partie 

de commande xmpulsionnelle 300, envoie, par 1 1 intermediaire 
du conducteur 302, les impulsions necessaires au circuit 200 
de commande de source et de drain et, de facon correspondante 
par 1 1 intermediaire du conducteur 305, dans le circuit de com- 
35 mande de grille 500. Les conducteurs 304 relient le systeme 
logique d 1 exploi tation U00 au circuit de commande muni de la 
partie de commande impulsionnelle 300, grace a quoi le systeme 
logique d 1 exploi tation kOO agit sur la duree de delivrance 
d 1 impulsions du circuit de commando muni de la partie de com- 
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mande impulsionnelle 300. 

Sur la figure 2 on a represents les impulsions pour 
un circuit de commande dans lequel l'effacement et 1 ' inscription 
dans les cellules de memoire s'effectuent non pas comme cela 
5 est usuel pendant une du ree prede termin ee , mais entre des va- 

leu rs predeterminers de tension de seu il, a savoir entre la 
valeur de la tension de seuil U T ("0") d'une cellule reprogr ammee 
et U ("1") d'une cellule programmee. Les impulsions d'efface- 
ment conf ormement a la figure 2a provoquent une diminution pas 
10 a pas de la tension de seuil Zh , representee sur la figure 2b, 
pendant la duree des impulsions d'effacement. Les impulsions 
de lectu re de controle pendant l'effacement tombent pendant les 
interval les entre les impulsions d'effacement. 

II en va de meme pour le processus d ' ins cription , 
15 comme cela ressort des figures 2d a 2f. 

Sur la figure 2a, des impulsions Ug de tension de 
source sont representees en fonction du temps t. Des impulsions 
rectangulaires 11, 12, 13 sont envoyees, dans le but de realiser 
l'effacement, a la source d'une cellule selectionnee. La du- 
20 ree d'une impulsion d'effacement est designee par • La duree 

s'etendant depuis le debut d'une impulsion d'effacement jusqu'au 
debut de 1' impulsion d'effacement suivante est egale a T 1 . La 
duree de la pause entre deux impulsions d'effacement successives 
est egale par consequent a T,-^. Sur la figure 2b o n a rep re- 
25 sente la variation de la. jfflsion de seuil d'une cellule selec- 
tionnee pendant la duree d'effacement de cette cellule , 1 ' ef fa- 
cement etant realise au moyen d • impulsions conformement a la 
figure 2a. La courbe 20 de variations de la tension de seuil 
d'une cellule non effacee initialement comporte, au debut du 
30 processus d'effacement, une valeur elevee de tension de seuil 
U ("1")/" Chaque impulsion d'effacement provoque une diminution 
dl la valeur de la tension de seuil de la cellule selectionnee 
devant etre effacee. Ainsi par exemple 1' impulsion 11 de la fi- 
gure 2a provoque une diminution 21 de- la tension de seuil Up, 
35 tandis que 1' impulsion 12 provoque une diminution 22 et 1 'impul- 
sion 13 une diminution 23. Une cellule selectionnee est alors 
effacee lorsque sa valeur de tension de seuil U T ("0") se situe au- 
dessous d'une tension de grille appliquee U GL lors de la lecture 
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de controle pendant le processus d'effacement. Ce critere 
est rempli pour la valeur finale Zk de la tension de seuil 

de la courbe 20 U ("O") < U 

■*■ GL 

La figure 2c_ represente les tensions de drain 
d'ujie cellule selectionnee, au niveau de laquelle on e ffec- 
t ue une lecture de controle p endant les pauses entrTTelT 
impulsions d'effac'ement, pendant une duree , pendant 

l'effacement. La tension de drain pendant la duree d 'une 
impulsion d'effacement peut prendre des valeurs tres 

differentes selon la constitution et le type de cellules 
de memoire utilisees. Ces tensions de drain nesont pas re- 
presentees sur la figure 2c pour en conserver la clarte. 
Pendant la duree d'un processus de lecture de controle pen- 
dant la phase d'effacement T^, les valeurs de la tension de 
15 drain 26, 27, 28 d'une cellule de memoire selectionnee sont 

situees a un niveau eleve jusqu'a ce que la valeur de la ten- 
sion de seuil de la cellule soit tombee au-dessous d'une cer- 
taine valeur critique. Cette valeur critique peut etre tiree 
de la figure 2b et est egale a la valeur U^, ce qui corres- 
20 pond a la tension de grille lors de la lecture de controle 

pendant l'effacement au niveau de la cellule devant etre effa- 
cee. Si la tension de seuil de la cellule devant etre effacee 
tombe au-dessous de cette valeur u" GL , la valeur 29 de la 
tension de drain de la cellule devant etre effacee diminue 
25 spontanement fortement, c'est-a-dire que la cellule devient 
conduc trice. Cette diminution spontanee de la tension de 
drain d 1 une ou de plusieurs cellules devant etre effacees 
d'une memoire peut etre utilisee pour arreter le processus 
d'effacement. 

(j/CMfaj-) 3°^^ Sur la figure 2d on a represente des impulsions U Q 

o^D/^^AAA^^ tension de grille en fonction du temps t. Des impul- 

f 0 QJ£22^ JL ^ L sions rectangulaires 31 , 32, 33 sont envoyees a la grille 

^ fJ*-^ d'une cellule selectionnee afin d'inscrire une information 

dans cette cellule. La duree d'une impulsion d • inscription 
35 est egale a T g . La duree depuis le debut d ' tine impulsion 

d* inscription jusqu'au debut de 1' impulsion d • inscription 
suivante est egale a T 2 , tandis que la duree de la pause entre 

deux impulsions successives d ■ inscription est <Sgale a T - T 

2 S 
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Sur la figure 2e on a represents la variation de la 
tension de seuil d'une cellule selectionnee pendant la duree 
d'inscription de cette cellule, 1 ' inscription etant realisee 
au moyen d ■ impulsions du type represents sur la figure 2d. La 
courbe hO de variation de la tension de seuil d'une cellule 
effacee initialement comporte. au debut du processus d - inscription 
une valeur faible de tension de seuil 39, la valeur de tension 
de seuil U ("0") d'une cellule non programmee. Chaque impulsxon 
d'inscription provoque un accroissement de la valeur de la tension 
de seuil de la cellule dans laquelle doit etre effectuee 1 ins- 
cription. Ainsi 1- impulsion 3 1 de la figure 2d provoque un 
accroissement Ul de la tension U T , tandis que !• impulsion 3 2 
provoque un accroissement kZ et 1 ' impulsion 33 un accroissement 
*4 3 Le processus d'inscription est determine lorsque la va- 
leur de la tension de seuil d'une cellule selectionnee se situe 
au-dessus d'une certaine tension de grille U GS presente lors 
de la lecture de contrSle. Ce critere est satisfait pour la 
valeur finale kk de la tension de seuil U T , la valeur U T (»1"), 
dans la courbe hO, UT("1") > U GS . 

La figure 2f represente la tension de drain U D pendant 
le processus d'inscription d'une cellule de memoire selectionnee, 
pour laquelle on effectue la lecture de contrSle pendant les_. 
pauses entre les impulsio ns d'inscription, pendant une duree T^. 
cTmme sur la figure 2lTd~e meme que la figure 2f, la tension 
de drain n'a etS representee que pendant la duree du processus 
de contrSle dans la phase d'inscription T^, mais pas pendant 
la duree des impulsions d'inscription T g . Les valeurs de tension 
de la tension de drain k6 , 1*7, *8 d'une cellule de memoire se- 
lectionnee sont situees pendant le processus d'inscription a 
un niveau faible, c'est-a-dire que la cellule selectionnee est 
rendue passante, jusqu'a ce que la valeur de la tension de seuil 
de la cellule soit montSe au-dessus d'une certaine valeur cri- 
tique. Cette valeur critique peut etre tiree de la figure 2e 
et est egale a U GS , ce qui correspond a la tension de grille 
lors de la lecture de contrSle pendant 1 ' inscription au niveau 
de la cellule selectionnee. Si la tension de seuil de la cellu- 
le selectionnee depasse cette valeur U GS , la valeur de la tension 
de drain U 9 de la cellule selectionnee augmente spontanement for- 
tement, c'est-a-dire que la cellule ne conduit plus de courant. 
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Cet accroissement spontane de m t- 

le Processus' d -inscription. P ° Ur arr ^er 

^ f±eure 2 & represente la tension ir ^ 

i d ;::; u ;r iu r d * — — »«-%^:rr 

se situe entre la tension h~ , * GR * tension 

„ ^ tnsion de seuil U ( " l » ^ 

10 moire, dans laquelle est • T cellule de me - 

q 6Ue est enregistre un «i" et i* * 
seuil U ("rvO ' ia te nsion de 

M , re 1 "r: oe " uie ae ^° ir " ... tM _ 

U . En se referant a la fig-u r ~ i 

tension de lecture U ~+- + 
seuil U T (-,-) dtune collule U GR •* ^ tension de 

seuil u_(-o-) d'une cellule h °* ^ tenSion de 

T 7 e cellule d e memoire effacee. 

cement et la lecture h» * - lq " e ' le Processus d'effa- 

x ?siqU e a .« P1 „ ltatlo „ appropri , et h ;: u : u c :;::: t d ;"» 

l'instant ou la = „ circuit de commande a 

ou ia tension de seuil de la ce ii lllo H . „ 

erracee tombe au-dessous d'une V al eur de t 

rieure predetermined. tSnS1 ° n de S6Uil 

cette borne, c'est = h- ., 6Vee presente sur 

* c es t-a-dire un "i" nnn^- i „ 

P ° Ur le s y"bole correspondant. 
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II en va de merne pour et T RS pour la dure, d'un processus 
de lecture de controle pendant les pauses entre les impulsions 
d'effacement ou d< inscription. Les mots "inscription", "effacement", "lecture , 
signifient que des tensions positives correspondantes sont ap- 
pliquees pendant 1' ensemble de la duree d • inscription , d' effa- 
cement ou de lecture aux homes correspondantes. Les mots 
"fin d'effacement" ou "fin d - inscription" indiquent la delivran- 
ce d-un signal de tension a 1'instant de la fin de 1'effacement 
ou de 1 ' inscription. — — — .--—■—--•t---'--"-""--^^ 
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La figure 3 montre deux exemples d'un systeme logique 
d' exploitation hOO pour des memoires conformes a 1- invention. 
Dans le cas du schema logique 410 de la figure 3, tous les con- 
ducteurs de drain 1 an, raccordes selon le mode par bits, 
sont ressortis de la matrice de memoire 1 OO . Les conducteurs 
de drain 1 a n, raccordes par bits, sont relies d'une part par 
1- intermediate d-inverseurs respectifs M 1 a c< n a un organe 
ET/S et d'autre part par 1 ' intermediate d'organes respectifs 
ou V a Y a un organe ET £ . En outre les entrees des 
donntes D E1 sont raccordees par 1 • intermediate d-inver- 

seurs respectifs^. a « aux organes OU correspondants a 
Y . Pour conserver la clarte du dessin , on n'a represente 
que le premier, le second et le n-ieme conducteurs de drain 
munis des symboles associes. On veille a ce que 1 • organe ET 
6 ne soit libere que pendant la duree des processus de lecture 
de controle pendant la pause d'effacement , c-est-a-dire 

pendant la duree T^, ce qui peut etre realise par exemple au 
moyen d'une borne supplemental 420 sur 1 ■ organe ET £ , qui 
conduit respectivement a une tension positive pendant la duree 
de la lecture de controle lors de 1'effacement et applique done 
un "V a 1' organe ET f& , tandis que pendant les autres instants 
il ne conduit aucune tension et applique par consequent un 
"0" a 1-organe ET . Une borne 4 3 0 veille de facon analogue 
a ce que 1 ' organe ET<f ne soit libere que pendant la duree T KS 
des processus de lecture de contrSle dans la phase d • inscription . 
A la borne 4 3 0 sont par consequent appliquees des impulsions de 
tension qui conduisent a une tension positive pendant la duree 
T et appliquent par consequent un "1" a 1 • organe ET S , tandis 
q 5e pendant les pauses associees de lecture de controle, .11.. 
appliquent un "0" a 1 • organe ET S et ne liberent done pas ce 
dernier pendant cet intervalle de temps. Pendant la duree T RL 
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de la lecture do contrSle dans la phase d ■ ef facement , la borne 
420 delivre tout d-abord un « , - a l'or g a„e ET Pendant l e 

processus defacement d'un mot selection, respective.ent ces 
cellules de memoire delivrent alors un »0» a leurs conducteurs 
de dram associes, raccordes selon le mode par- bits, i ( ± - 
... n) lorsque leurs valeurs de seuil sent, conformant a la 
figure 2b, tombees au-dessous d'une valeur- de tension inferieu- 
re predetermine U^. Une fois atteint cet etat dans toutes 
les cellules du mot selectionne, tous les conducteurs de drain 
1 a n delivrent par consequent un "0". Par 1 • intermediate des 
xnverseurs associes <* 1 a^n, un » V est par consequent appli- 
que a chaque entree de 1 • organe ET P et il apparait par conse- 
quent a la sortie de cet organe Et/5 le signal de commande "fin 
defacement", qui es t retransmis alors au circuit de commande 
comportant la partie de commande impulsionnelle 3 00 de la figure 
1, en tant qu • impulsion de tension, ce qui interrompt a nouveau 
une delivrance ulterieure d • impulsions du circuit de commande 
300 au circuit de commande 200. Le processus defacement est 
de ce fait termine pour le mot selectionne. 

Lors de 1 ' inscription d'un mot selectionne, les con- 
ducteurs de drain 1 a n, raccordes par bits, sent relies par 
1' intermediate d'organes 0U ^ a T n a un organe ET <f commun. 
Aux organes 0U f. (i = , a n) sent egalement raccordes, outre 
le conducteur de drain associe i (i = 1 a n) , 1'entree associee 
de donnees D £ . ( i = , & n) par !• intermediate respectivement 
d'un autre inverseur ^ ± (± « 1 ) „) . Si la cellule i est munie 
d'une information, le i-ieme conducteur de drain raccorde par bit 
conduit, apres la fin de la charge de la cellule correspondante , 
une tension de drain posi tive suf f isamment elevee, c • est-a-dire 
un «1» a 1- organe 0U f . . La seconde entree de 1 • organe 0U Y ■ 
est au contraire chargee par un "0" etant donne que 1 • entree 1 
associee de donnees D E± possede un 1 '• , qui est convert! par 
l'inverseur intercale /» . en un » 0 ", et atteint ensuite la se- 
conde entree de 1'organe 0U % ± . La sortie de 1 • organe 0U X 
delivre done a 1'organe ET £ un " 1 " . Une seconde cellule de * 
memoire, dans laquelle un » 0 » est inscrit, delivre toujours par 
1'intermediaire de son conducteur de drain j , tranche par bits, 
a l-organe 0U associe, une information "o", etant donne que 

la tension de drain de cette cellule n'augmente pas. L'entree 
correspondante de donnees D £ . onvoie un »0» a l'inverseur ET ^ . 
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qui a nouveau delivre un " V ; k la seconde entree de 1 • organe 
OU y r La sortie de 1 • organe OU X. delivre done egalement 
un "1" a l'organe ET <f . Toutes les cellules du mot selection- 
ne, dans lesquelles est inscrit un » 0 ", delivrent done au de- 
but du processus d ' inscription un " 1 " a 1 • entree associee de 
l'organe ET S . Toutes les autres cellules du mot selec tionne , 
dans lesquelles est inscrit un "1", delivrent alors un " V a 
1- entree de 1' organe ET £ lorsque le processus d • inscription 
est termine dans la cellule correspondante . Une autre borne 
1*30 a 1' entree de l'organe ET £ delivre, pendant la duree de 
chaque processus de lecture de controle, dans la phase d'ins- 
cription, e'est-a-dire pendant T KS , un " 1 » a 1 ' entree de l'or- 
gane ET £ . De ce fait on est certain que la lecture de con- 
trole ne s'effectue que pendant les pauses entre les impulsions 
• d'inscription. A la fin du processus d ' inscription de la 
cellule de memoire selectionnee la plus lente, dans laquelle 

est inscrite une information, toutes'les entrees de l'organe 
ET<b resolvent un " 1 •• . La fin de 1 ' inscription est par conse- 
quent affich.ee par un •' 1 servant de signal de sortie de 1 • or- 
20 gane ET £ . Ce signal de sortie est envoye depuis le systeme 

logique d' exploitation 400 par 1 • intermediate d'une ligne 30k 
au circuit de commande comportant la partie impulsiormelle 300 
(voir figure l) et y provoque un arret de la delivrance d' impul- 
sions d' inscription au circuit 500 de commande de grille . Le 
25 processus d ' inscription est alors termine. 

Lors del' integration suivant la technique MOS , on 
utilise avantageusement des portes N0N-0U a la place des or- 
ganes ET ft et £ , i e systeme logique branche en amont devant 
etre modifie de facon adaptee. 
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Le schema logique 450 de la figure 3a est une forme 
de realisation simplified du systeme logique d ' exploi tation re- 
presentee avecle schema logique 410. Ici une seule cellule de 
mesure 1*51 est disposee a cote des autres cellules d'une ma- 
trice de memoire sur une microplaquette ou une puce. La proce- 
35 dure d 'inscription ou d'effacement de cette cellule de mesure 

451 est considered comme representative pour la procedure des- 
cription ou d'effacement de toutes les cellules sur la micro- 
plaquette. La fin de la duree d • inscription ou de la duree 
d'effacement de la cellule de mesure k 5 1 .indique simul tanement 
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1 ' inscrip tion ou 1 1 effacement de toutes les cellules d 1 un mot 
selec tionne . La cellule de mesure 451 est alimentee, pendant 
un processus d' inscription ou d ' effacement , par les memes im- 
pulsions d 1 inscription ou d 1 effacement que des cellules cor- 
5 respondantes d'un mot de memoire selectioruie. Pendant les pau- 

ses entre les impulsions, seule est cependant effectuee une 
lecture de controle dans la cellule de mesure 451. A cet effet 
le conducteur de drain 452 est ressorti hors de la cellule de 
mesure 451 et est relie d 1 une part par 1 * int ermediair e d 1 un in- 
lO verseur cA a la borne 453 d'un organe ET ^ , et d 1 autre part a 

une borne 455 d 1 un organe ET £ • L 1 organe ET A contient en 
outre une borne 454 qui envoie entre les impulsions d 1 efface- 
ment, pendant la duree de lecture de controle T^, un " 1 " a 
1'organe ET ft , tandis qu'il envoie un "0" pendant le reste du 
15 temps a 1 • organe ET ft . L' organe ET £ contient, de facon ana- 

logue, une borne 456 qui envoie a cet organe pendant la duree 
de la lecture de controle, pendant les pauses entre les impul- 
sions d' inscription, un "1", tandis qu'il envoie un "O" pendant 
le reste du temps. Si des impulsions d' effacement sont envoyees 
20 a la cellule de mesure 451, la valeur de seuil de cette cellule 

diminue de fagon permanente, Au-dessous d'une certaine valeur 
limite, la cellule de mesure 451 devient conduc trice, c'est-a-dire 
que lors de la lecture de controle, le conducteur de drain 452 
delivre un "O" a l'inverseur ^ et ce dernier delivre a nouveau 
25 un "1" a la borne 453 de 1 ' organe ET ft. Etant donne que la bor- 
ne 454 delivre egalement un "1" pendant la duree de la lecture 
de contrSle T , pendant les pauses entre les impulsions d'effa- 
cement, 1 1 organe ET J3 delivre egalement en tant que signal de 
sortie un "1", ce qui indique la fin de 1 ' effacement . Si 1 1 on 
30 raccorde dans ce cas la sortie de 1 1 organe ET yS par 1 » int ermediai- 
re de la ligne 304 situee dans le circuit de commande a la partie 
du circuit impulsionnel 300 (voir figure 1), la delivrance d 1 im- 
pulsions du circuit de commande 300 au circuit de commande 200 
est interrompue de ce fait. La fin de 1 ' effacement de la cellule 
35 de mesure 451 provoque done la fin d' effacement des cellules de 

memoire selec tionn^es . Si par ailleurs la cellule de memoire 
451 est chargee simul tanement par des impulsions d' inscription 
par des cellules selec tionnees de la matrice de memoire, la ten- 
sion de seuil de la cellule de mesure 451 augmente (voir fig.2e). 
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Si la tension de seuil depasse une valeur predetermine, la 
tension de drain augmente fortement pendant les pauses entre 
les impulsions. Le conducteur de drain 452 applique done a 
la borne 455 de l'organe ET £ un "1". Pendant la duree de 
1 'impulsion de lecture T^, dans les pauses entre les impulsions 
d' inscription, un " 1 " es t par- a ill eurs egalement applique a la 
borne 456 de l'organe ET £ . * La sortie de l'organe ET £ deli- 
vre done un » i» par 1 • intermediate de la ligne 304 au circuit 
de commande muni de la partie de circuit impulsionnel 3O0 (voir 
figure l), ce qui provoque 1 • interruption d'une delivrance ulte- 
rieure d' impulsions d ' inscription du circuit de commande compor- 
tant l a partie de circuit impulsionnel 300 au circuit 500 de 
commande de grille . La duree d • inscription de toutes les cellu- 
les selectionnees de la matrice de memoire 100 est par consequent 
15 terminee en meme temps que la duree d • inscription de la cellule 
de mesure 451. L 1 utilisation d'une cellule de mesure unique 
n'est cependant judicieuse que lorsque les variations, dues aux 
tolerances, des caracteristiques d'effacement et de programmation 
de tous les transistors de memoire a l'interieur d'une memoire 
20 sont suffisamraent faibles. 

A la place d'une cellule unique de memoire, on peut ega- 
' lement utiliser une colonne de cellules de memoire comportant un 
conducteur de drain raccorde selon le mode par bits. Chaque mot 
selectionne d'une matrice de memoire dispose d'une cellule de 
25 mesure particuliere qui indique, respec tivement de la meme manie- 
re que le circuit de la cellule de memoire 451, la fin de 1 'ins- 
cription et la fin de 1 • ef f acement de toutes les cellules d ' un 
mot selectionne. 

Sur la figure 4 on a represents un circuit de commande 
de grille , de drain et de source pour une matrice de memoire 
100, constitue- par des cellules, de memoire a grille flottante 
possedant une structure a grilles subdivisees 101. Comme cela 
a ete decrit plus haut, les cellules de memoire sont chargees 
au moyen d'une injection de canal, tandis que la decharge de la 
grille flottante d'une cellule de memoire s'effectue, pour une 
tension electrique elevee appliquee entre la grille de commande 
et une region de diffusion, au moyen d' electrodes realisant un 
effet tunnel en retour, a partir de la grille flottante dans la 
region de diffusion. Le circuit represents 500 de commande de 
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grille est agence de telle maniere que la duree du processus 
de lecture de controle pendant la pause entre les impul- 

sions d'effacement remplit precisement 1' ensemble de la duree 
entre deux impulsions successives d'effacement, c'est-a-dire 
que est egal a la difference T } - T L (voir les figures 

2a et 2c) . II en va de meme pour la duree de processus de 
lecture de contr31e dans les phases d ' inscript ion T KS par 
rapport aux pauses associees entre les impulsions d' inscrip- 
tion. Ce choix de la duree de lecture de controle lors du 
processus d ' inscription de meme que lors du processus d'effa- 
cement n'est absolument pas obligatoire. II faut simplement 
Itre certain que la lecture de controle s'effectue respective- 
ment a l'interieur des pauses entre les impulsions d' inscrip- 
tion ou entre les impulsions d'effacement, c'est-a-dire que 
15 1 ' on a 
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Sur la figure k, pour conserver la clarte du dessin, 
on n'a pas represents que le circuit do command e dc porte de 
la premiere, la i-ieme et de la m-ieme lignes ainsi que le 
circuit de commande de source et de drain de la premiere, 
de la i-ieme et de la m-ieme colonnes . La commande des autres 
lignes et colonnes s'effectue de facon analogue. 

La tension de grille U Gi sur la i-ieme grille de 
memoire (i = 1 a m) de la matrice de memoire 100 est placee 
25 au moyen d'un systeme logique de selection 501 ± par l'interme- 

diaire du transistor 500 ±2 a la valeur de la tension du point 
515 ou Men est appliquee par 1 * intermediate de l'inverseur 
500 par 1 ' intermediate du transistor 500 ± 1 a un diviseur 
de tension 550. Le systeme logique de selection 501 ± se com- 
pose d'un organe NON-OU 503 ± , dont la sortie est raccordee 
aux grilles des transistors 500 ± z ou , au moyen du montage 
interconnects d'un inverseur 500 i3 , a la grille des transis- 
tors 500 i1 . L' organe NON-OU 503 ± comporte deux entrees qui 
sont reliees pour leur part aux sorties de deux organes ET 
502. et 50^. Les organes ET 502^ et 50^ possedent respec- 
tivement deux entrees, cependant qu'une entree de 1 ' organe ET 
502 ± est reliee au moyen d'un inverseur 505i a une entree de 
1 * organe ET 50*4^ . 
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Ci-apres on va indiqu.r la maniere dont le circuit 
5 00 de commande de grille r.aUse toutes les conditions pes- 

ioles pour 1 ' e f f ac ement , 1 ' inscription, la lecture de con- 
tr61e et .-extraction par lecture. Bes H.es de ..lection 



35 



; rt .„t d'un decodeur de lignes permettent de selec- 
tionner un mot respectif de-memoire 



1 rJie ; un mot respectif de^memoire . Ci-apres on consxdere 
t0 u j0 urs le mot i cce mot selectionne. Tou. les au res 



: o t n decent pas § tre selects. D es mots non selection- 
's V ( k = 1 am; ks^si) envoient par 1 • intermedxaxre de 1. 

.,0" a 1'organe ET 502^. Par consequent la sor- 

-rr\rr\ er\} t -P r\\MT — 



m HoTie 507, un "O" a I'org^ ~x ^ — k " 

10 lxgne 3 u, k m L > organe ET 50^. four 

tie de 5 02 k fournit egalement un 0 . S k 



nit, en raison de la presence de 1'inverseur 5 0 5lc , 
SU r la *orne 503,. Pendant 1' ensemble du processus d ff ce 
„* l' entree 516 de 1'organe OU 5 1 ^ recoxt un 1 , et p 

i Ventre 509,, d. 1 ' OT 5 °V " "* 6 

„ 50, d.livre doSe „ " 1 ■ k « 503 k .« P« .«-.- 

E-l 5U\ u , fait le dx- 

ouent sa sortie delivre a nouveau * ^ . . 

ur de tension 550 est defcrancne par 1 ' intermedial e de 



viseur ae ^ v ^ _ , inn- 

20 r lmBS » r SCO,., .t du .»n.i... r 5 OO k ,, tandis ,u. p« 

* J • + nr - c-oo la tension de grille U Q 
termediaire du transistor ,00 k2 , 1 x f dur ee 

est raccordee a la tension du point 515. P 
des impulsions d • ef f ac ement , 1'entree 5 21 de 1 org 
523 transmet un » 1 «' et par consequent la sortie de 5 23 trans 
25 Lt un »0». Par consequent le transistor 5 20 est oloque et 

Z tension de grille de la k-ieme ligne , ^ . est applxquee 
au otnt 515- -ns le cas ou- la resistance „0 est neglxgea- 
tt <^ V —25 volts. Pendant les pauses entre 

tr , 0 ,_ 0 „„ mq.i e t par consequent a 
, 0 OU 523 transmettent au contraxre un O et p 

3 . A „^on<- un "1". Le transistor 520 

la sortie de cet organe delxvrent un 

est par consequent rendu passant et la tension du point 5 15, 
q ui est simultanement egale a PP ro*in,ativement a la tension U Gk 
possede une valeur voisine de 0 volt. 

pour un mot selectionne i, la ligne 5 0 7i - 9 oit un 
par ^intermediate de la ligne de selection V ± d^un de- 
codeur de lignes associe. ^entree 506, de 1 • organe ET 02, 
.ecoit ,e facon sure un -O- pendant 1'ensemfcle de 
d-effacement etant donne que la sortie de 1'organe ET 511 de- 
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livre tou jours un "0" .pendant 1' ensemble h 

facement etant donne n - ensemble du processus d'ef- 

1 clonne qu'a nouveau 1 • entree 
un "i" . tree 531 ne delivrp 

un 1 que pendant la nha« ^i<- . re 

- »0» a tous les autre! et toujours 

50 2i d.livre donc a 1Ientr ,n e tS ' ^ S ° rtle dS l'°r*ane ET 

3U, i a PPlique egalement a la S ec m H» * - 
1'organe OU 503 un "o"***-, * „ seconde entree de 

i ° etant donne que l e "l" « 

1* entree S07 ~ = + Present a 

507 i est convert! par l'inverseur sr>* 
-entree 508,. La sortie de , , ^/J^ ^ "°" * 
'0 "0% ce qui a pour , ffet de blo * [J™ 5 ° 3 i "n 

tand is que i e transistor 500 0 e 

-yen de l'inverseur 5 00 , Je Lii e , ^ '"^ 

de grille u est a D ° ^ tenS±on 

la sortie 55?^ d ^ tma± °» 550. A 

divxseur de tension 550 est arml'in - 
15 xin.ative.nent une tension de »0» volt Y aPPllqU6e 

d'efface^at, etant doM VOlt P endant ^s impu i sions 

ment le , . d ° nne qUe Pendant ^s impulsions d'efface 

ment le transistor 567 est conducteur, ladite tens, 
quee etant par conseou™*-- - ■, tension appii- 

tension d • C ° nSeqUent W—nt appl iqU e e en tant que 

tension de grille U .. Pen(ian) . , q e 

W sions, lors de I'.rr" PaUS6S 6ntre l6S im ^~ 

, lors de 1 effacement l e transistor 567 eat hm. - 
Les transistors -So"*; ~* ' bloque. 

ten sion de grille U p. f ^ ^ - 

tension n p resent „ c , U Gi ' C est ave c cette 

fir F x esente sur la cr-r-s i i „ _ 

tue la lecture de contr 61e en" J " * " 

pulsions. Pendant les pauses entre les im- 

Pendant 1' ensemble du process,,, h . • 
tre^ ^7 processus d inscription, 1 ' en- 
tree 5 07 k pour un mot non selectionne tran Smet to,, 
Par consequent 1 • organs BT 502 del" Smet tOUJOUrs ™ "0". 

1' entree d„ 1 . 5 ° 2 k del ^e egalement un »o« a 
x entree de 1 ' organe OU T , „ 

contraire un » V' pendant 1^' " ^ ""^ 

caption a ia Ite ^ ^' ~ ^ ^ -Prions d-ins- 
que I- entree 508 d& \ 1 ' °^ane 0U 5 03 k , etant donne 

en P-sence^^n^ se 0 ;^^ .^-T" " 
lement un pendant 1 *' * 5 ° 9 k re * oit ega- 

tion. Pendant xl P * USeS ^ ^ — -ins- 

Pendant les pauses entre les impulsions d -inscription. 
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l'inverseur 512 delivre en effet un 1 " a 1 ' entree 533 de 
l'organe ET 513- Pendant 1' ensemble du processus d ' inscrip- 
tion, un "1" est applique a la seconde entree 532 de 1 1 organe 
ET 513. Par consequent l'organe ET 513 delivre un " 1 " a 1 1 en- 
tree 517 de l'organe OU c ^ qui a nouveau provoque la de- 
livrance d 1 un " 1 " a la sortie de l'organe OU 51^ et par conse- 
quent la delivrance d'un " 1 " a 1' entree 509 k de l'organe ET 50^ k - 
Au contraire, pendant les impulsions d ' inscription , un "0" est 
applique a 1 ' entree 509 k de l'organe ET 504 k , de sorte que les 
deux entrees de l'organe OU 503 k recoivent un "0" et que par 
consequent egalement la sortie de l'organe OU 503 k recoit un 
"0" pendant les impulsions d '.inscription . De ce fait, pendant 
les impulsions d ' inscription , 1 es conducteurs de grille pour 
des mots non selec tionnes sont relies, en raison de la presence 
15 de l'inverseur 501 k3 et par . 1 ' int ermediair e du transistor 500 kl> 
au diviseur de tension 550, tandis que les conducteurs de grille 
pour des mots non selectionnes pendant les pauses entre les im- 
pulsions d'inscription sont places, par 1 ' int ermediaire du tran- 
sistor 500 k2 , a la tension du point 515. Pendant les pauses 
entre les impulsions d'inscription, le transistor 520 est place 
a l'etat conducteur, etant donne que 1 1 organe NON-OU 523 deli- 
vre a sa sortie un " 1 " , etant donne que ses deux entrees re- 
coivent un "0". La tension de grille U Gk pour des mots non 
selectibnnes est done appr oxima tivement egale a "0" V pendant 
les pauses entre les impulsions. Pendant les impulsions d'ins- 
cription au contraire, les grilles pour les mots non selectionnes 
sont reliees, par 1 1 intermediate du transistor 500 kl , a la 
sortie 551 du diviseur de tension 550, en raison de la presence 
du ,f 0" a la sortie de l'organe OU 503 k et en raison de la pre- 
sence de l'inverseur 500^. A la sortie 551 est done presente, 
pendant 1' ensemble de la phase d'inscription, et ce par 1 ■ inter- 
mediaire du transistor 566 rendu conducteur, seule la tension 
relativement faible V Qs , e'est-a-dire la tension de grille lors 
de la lecture de controle pendant 1 1 inscription . Les transis- 
tors 564, 566 et 567 du diviseur de tension 550 sont bloques pen- 
dant 1' ensemble de la phase d'inscription. 

Dans le cas. d.'un mot selec.tionne i, le " 1 " present a 
1' entree 507 . est inverse par l'inverseur 505 ± pour fournir un 
"0" sur la borne 508 ± de l'organe ET 504 ± , de sorte que l'organe 
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ET 50, ^ _ „ 0 „ k llorffanc ou p _ llintermddiai _ 

e de 1 ent.ee 531, 1-organe ET 5 „ recoit un „ r , pendant 
1 ensemble de la phase d ' inscription P aT ~ i . • t 

Ventres 53 0, 1 ■ organe ET s , , 1 ' -t-rmediaire de 

S 6 ^ 511 re501t ^ aut re "V pendant la 
r 6 lmPUlS±0nS —iP^on et un - 0 « pendant les pau . 

ses entre les impulsions d • inscription . De ce fait 1 ■ orglne 
ET 5,1 delxvre un "1" pendant la duree des impulsions d'ins- 
cr.ption et un - 0 - pendant la duree des pauses entre les i mpu l- 
sions d inscription , a 1 ' entrpp KnA it 

50o. de 1 ' organe ET 502 TJ-+-=,r,+- 
10 donne que 1 • entree <;r>7 -,. 1 * Etant 

q e 1 entree 507 ± de 1 ' organe ET 5 02 regoit toujours 

en tant que mo t selection, un "V, 1 • organe ET 5 02 . delivre 
done pendant la duree des impulsions d • inscription un » 1 » et 
pendant la duree des pauses entre les impulsions d ■ inscription 
- 0 a 1 entree de 1 • organe OU 5 0 3 . . La seconds entree de 
cet organe OU recoit, comme cela a ete indique, en permanence 
u» 0 pendant la duree de 1 ' inscription . Pendant la duree 
des impulsions d • inscription . un » 1 » est done present a la 
sortxe de 1' organe OU 5 0 3 . et par consequent la tension de 
§rille 6St a PPli^ee par 1 ■ intermedial e du transistor 500 

au point 315. Etant donne que pendant la duree des impulsions i2 

a inscription, 1 'entrpo koo ^ ~ n i 

' entree 522 de 1 organe NON-OU 523 transmet un 

1 . sa sortie fournit un "O" et par consequent le transistor 
520 est bloque. Au point 5 15 est par consequent presente une 
tension d ■ environ 2 5 V, qui correspond a la tension de grille 
U G± . Pendant les pauses entre les impulsions d • inscription 
contraires, la grille pour un mot i selectionne est raccordee 
Par !• intermediate du transistor passant 500., au diviseur de 
tension 550, a la sortie 551 duquel est applique , par suite 
du fait que le transistor 566 est rendu passant, la tension n , 

c est-a-direla tension de grille 1 or, n ^ t , GS 

fiIlue Xors d e la lecture de controle 

ZTZ, Zl" 1Pt T- ™" * Ut " eS «*—*■*«•. trus- 

tors 56 5 , 56k et 567, S o„t bloqu.s pe„ dant 1<s s p« u8es ent „ 

les impulsions d ' inscription . 
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Pendant 1- extraction par lecture d • un n,ot selection- 
ne i, la borne 506. de 1 • organe ET 502. recoit toujours un » 0 », 
etant donne que les entrees 53 0 et 53! de 1 • organe ET 511 recoi- 
vent toujours un »0", et que par consequent egalement la soriie 

Z 'rT e ^ ^ ^ l ' 506, de 1. organe 

J^i 5Q2 ± transmettent en permanence un »0" . 
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L' organe ET 502^ transmet done en permanence un "G r 
a 1 ' organe OU 503^ . Par 1 ' intermediaire de l'inverseur 505^, 
l 1 entree 508 i de 1 ' organe ET 50k^ re9oit toujours un n 0" et 
par consequent sa sortie transmet egalement en permanence un 

5 "0" a 1 ' organe 0U 503 i • Par consequent pour 1* ensemble de la 

phase d 1 extraction par lecture, la sortie de 1 1 organe CU 503. 
transmet toujours un "O", e'est-a-dire que le transistor 500 i2 
est toujours bloque, tandis que le transistor 500^ ^ est conduc- 
teur en raison de la presence de l'inverseur 500^^ et par c on- 

10 sequent relia la ligne selectionnee de grille au diviseur 

de tension 550. Dans le diviseur de tension 550 les transistors 

567, 56U et 566 sont bloques pendant la phase d 1 extraction par 

lecture, A la sortie 551 du diviseur de tension 550 est done 

presente la tension de lecture de grille U~~ . 

GK 

15 Dans le cas d 1 un mot k non selectionne, 1' entree 508^ 

de 1 1 organe ET 50k^ placee, en raison de la presence de 1 ' in- 
verseur 505^ > sur la valeur "1", tandis que la seconde borne 509, 
de cet organe ET transmet egalement un 11 1 " , etant donne que 
la sortie de 1 1 organe OU 5^k transmet egalement un " 1 " en raison 

20 de la- presence d'un "1" sur 1 1 entree 518. L 1 organe 0U 503, pre- 

Jtc 

sente par consequent en permanence un M 1 11 a sa sortie, pour des 
mots non selectionnes, et par consequent le diviseur de tension 
550 est coupe ou deconnecte de la ligne associee de grille, 
tandis que la tension du point 515 est appliquee a la ligne 

25 associee de grille par 1 1 intermediaire du transistor 500, 0 . E- 

tant donne que les deux entrees 521 et 522 de 1 ' organe N0N-0U 
523 transmet tent toutes les deux un "O", on obtient un "I" a 
la sortie de cet organe N0K T -0U. Le transistor 520 est par con- 
sequent rendu passant. La tension du point 515 et par consequent 

30 egalement la tension de.la grille non selectionnee est done ega- 

le approximativement a "0" V pendant 1 1 ensemble de la duree d 1 ex- 
traction par lecture. 

Les resistances 571 , 572, 573 1 57^ du diviseur de ten- 
sion 550 peuvent etre soit des resistances diffusees, soit des 
transistors a effet de champ du type a enrichissement a 1' etat 
35 sature ou al'etat non sature ou bien des transistors a effet 
de champ du type a depletion ou appauvris sement . La borne de 
la resistance 571 1 qui n'est pas reliee a la resistance 572, est 
mise a la terre. La borne de la resistance 57**, qui n'est pas 
reliee a la resistance 573t est raccordee a une tension d'ali- 
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mentation qui est superieure a la tension de grille lors 

de la lecture d controle pendant 1 'effacement . La difference 

de tension II ^ - U_ T , a savoir ce qu ' on appelle la fenetre 
GS GL 

d 1 inscrip tion/l ec ture , depend, du point de vue de sa valeur, 
5 de la technologie utilisee pour les memoires. Dans le cas 

des types les plus frequemment utilises de s memoires, la fene- 
tre d' inscription/lecture est egale a environ 1 V a 6 V. 
L 1 utilisation d 1 un diviseur de tension tel que celui represents 
sur la figure k garantit des ecarts ou differences surs entre 
10 les tensions utilisees de lecture de controle aussi bien lors 

de 1 1 inscrip tion que lors de l 1 effacement et la tension d 1 ex- 
traction par lecture, de sorte qu ' une cellule non programmee 
peut etre differenciee de facon sure d'une cellule programmee.. . 
La valeur ou position relative des tensions les unes par rap- 
15 port aux autres est garantie par un tel diviseur de tension, 

Des differences, dues aux tolerances, dans les carac t eris tiques 
d 1 inscrip tion et d 1 effacement des cellules de memoire, dans une 
memoire n 1 influent pas sur la fiabilite lors de 1' extraction 
par lecture, mais uniquement sur la duree de l 1 operation d'ins- 
20 cription ou d' effacement , La largeur ou l'etendue de la fene- 

tre elec trique U-, 0 - U_ T peut etre maintenue a une valeur rela- 
t ivement faible, grace au diviseur de tension 550, etaiit donne 
que les etats "0" et ,f 1 " sont determines de facon tres precise 
par rapport a la tension de lecture, Les tensions pendant la 
25 pro gramma tion peuvent Stre faibles ou bien la reprogrammation 

s'effectue de facon particulieremen t rapide. En outre grace 
a 1 'utilisation du diviseur de tension 550, la fenetre electri- 
que peut etre inseree dans une plage determinee et desiree de 
tensions de seuil des cellules de memoire utilisees. 

30 Sur la figure 4, le circuit 200 de commande de sources 

et de drains est represents pour une cellule de memoire a grilles 
subdivisees qui est chargee par une injection de canal et qui 
est dechargee au moyen d 1 un potentiel electrique intense appli- 
que entre la grille de commande et une region de diffusion. 

35 Le circuit 220 de commande de drain est forme pour la 

i-ieme colonne (i = 1 a. n) par un transistor 2 1 0^ et par un 
transistor 209^ branche en parallele sur le precedent. Le tran- 
sistor 210^^ est en permanence a l'etat passant ou conducteur et 
est dimensionne de telle maniere qu'il est traverse en perma- 
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nence par un courant faible suffisant pour la lecture ou pour 
la lecture de controle, mais qui cependant ne soit pas suffi- 
sant pour la programmation d'une cellule. Un organe ET 208 i 
commande, par sa sortie 211., la grille du transistor 209 ± , 
de sorte que le transistor 209 i conduit un courant qui fournit 
le courant de programmation pour une cellule devant Itre pro- 
gramme lorsque egalement une "entree de donnees s'effectue dans 
la i-ieme ligne (D E± ), c'est-a-dire que 1' entree 2^3 ± regpit 
par consequent un "1", et qu'une impulsion d 1 inscription est 
appliquee, c'est-a-dire que Tg applique egalement un "1" a l'en- 
tree 212. La tension de drain de la i-ieme colonne est 
y ( ^ u !7 v, lorsque 1 ' on fait abstraction de la resis- 

tance du transistor 209 ± . Pour toues les autres processus 
possibles de f one ti onnement de la memoire, par example dans les 
1 5 pauses entre les impulsions d '. inscription , pendant 1' ensemble 

de la duree d'effacement et pendant la duree de lecture, le 
transistor 209- ne vehicule aucun courant, de sorte qu • aucun 
courant de programmation ne peut circuler dans les conducteurs 
de drain de la i-ieme colonne. 
20 Le circuit 250 de commande de source pour une cellule 

de memoire a grilles subdivisees, qui est charge avec une in- 
jection de canal et qui est dechargee au moyen d'un champ elec- 
trique intense appliquee entre la grille de commande et une 
region de diffusion, est commun pour tous les conducteurs de 
25 source. Ce circuit est constitue par une resistance 256, dont 
une borne est reliee au drain d'un transistor 258, tandis que 
la borne ou le raccord de source 26 1 du transistor 258 est rac- 
cordee a la masse et que la borne libre 255 de resistance 256 
est a un potentiel Ug S =25 a ho V. La grille du transistor 258 
30 est commande e par 1 ' intermediate d'un inverseur 259 pendant 

la duree des impulsions d'effacement T^. Le transistor 258 est 
par consequent bloque pendant la dur<5e de chaque impulsion d'ef- 
facement. Au point 257, au niveau duquel est prelevee la ten- 
sion de source U g on obtient par consequent une tension 
35 u />~ U = 25 a hO V, lorsque le transistor 258 est bloque. 

Cette tension de source positive relativement elevee n'est ega- 
lement necessaire que pendant les impulsions d'effacement pour 
l'exemple, choisi sur la figure h, d'une cellule de memoire. 
Dans le cas de la cellule de memoire a grilles subdivisi ees , que 
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1 on a pri s pour base f iffure t 

elevee est annr - * tension Positive 

est appixquee a la source pendant I*. • 
facement tandis que la H l6S ^Pulsions d • ef- 

4 ±a S rille de commande est ~ ^ 
a une tension de O V At ° e moment la 

-Pulsions d'efface me „t 7 m ° mentS e " ^hors des 

le potentiel au point 2 , 7 - , 258 6St ^onducteur et 

n Point 257, et sxmul tanement la tension „ 

U , est oo-^i x — . _ __ tension de source 



sst egal a U ^ 0 V. 



La figure 5 represente un circuit n~ 
sources et des drai,. circuit de commande des 

^PPJ-ication de champs electrim,oe • 4- 
entre les ffrili^ _i P e ^ctriques mtenses 

Les tensions de drain U (i - i a „\ 
une tension d • alimentation y ^J^' "l*™* ™™*>° * 
f» 270,. ,ui sont Passants^n^Trlarnle " tra " SiS - 

1-e^ce.enT;: ^ 1 ' ™* 

^on de canal et la ;™;: 10 ?, 50 ^ ^ 

source, le circuit d 1 * - ter.ediaire du raccord de ' 

, ie circuit de commande des sources est r>^ 
onereux. Lors du n r> n r- 6St par co, "Plexe et 

10 ;. i p :rr sus —«—-»«. ~ . Ts . 0 ., „ r 

<,u.nt u transistor „, H 1 »« "'i et par conso- 

-»t. Pendant la duree T des en * re les impulsions d ' ef face- 
si on du point 290 es t ™P"l"°ns d ■ effaces^ , la ten- 
re d. ia p ; I IZT;;; t 4 * u 7 appliqu ^ p * r — — 

de source " 2"^"" " " ^ '« 

«,,• «. Si* Etant donxi^ que 1- on a T - o +. 

sistor 272 est bloque et .ii-^nt ^ S ~ °' ^ tran- 

que, et etant donne que sirnul tangent on a 
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T - O le transistor 273 est element bloque. Par consequent 
la* tension U = 20 a .0 V presente au point 2 9 G. Au contraxre 
pendant les pauses entre les impulsions d • ef facemen t , etant 
donne que le transistor 2 7 1 , est passant, Cest une tension 
5 d' environ 0 V qui est presente. 

L ors du processus d' inscription, on considers tout 
a-aoord 1'etat pendant la duree d'impulsions d ■ inscription pour 
une colonne i avec une cellule d'un m ot selectionne, dans la- 
quelle une information doit etre inscrite, Cest-a-dxre : 

io T s = 1 ; c Ei = 1- 

Par !' intermediate de 1'inverseur 239,, 1 1 entree 287, 
de llorg ane ET 285, re S oit un -0". La sortie 28,, de 1 -organ. ET 

+ »n" a une entree de l'organe 

285. delivre done par consequent un 0 a une en 

1 , . _ r- ^ 0 o o rpro it effaletnent un 0 , 

NON-OU 281,. La seconde entree 283, recoit eg 

Tor, a T - 0. La sortie 282, de 1 ' organe NON-OU 
15 etant donne que 1 on a T L - u x 

281 delivre done un "1" et rend passant le transistor 27 1, pen 
d ani la duree des impulsions d« inscription Tg . Les tensions de 
source U , dans la colonne desquelles on doit effectuer une 
inscription dans une cellule, sont par consequent tell- que 

20 U ^ 0 V. 

De meme pendant la duree des pauses entre les impulsions 

• ,7 1 P ct oassant etant donne que 

d- inscription, le transistor 271, est pass 

dans ce cas simplement les deux entrees de 1 ' organe ET 285 re 
^oivent un » O" , ce qui ne modifie pas le signal de sortie de 28,,. 
On a par consequent egalement U gi S5» 0 V. 

Pour une colonne K, dans laquelle aucune information 
ne doit etre inscrite dans la cellule selectionnee , on a D £k = 0. 
En r aison de la presence de 1'inverseur 289,. un "1" est done 
toujour* applique a 1 ' entree 287*. Un "1" est egalement present 
sur la seconde entree 286 k de 1 ' organe ET 28 5r , et ce respecti- 
vement pendant la duree d-une impulsion d • inscription . Le. au- 
tre, instants, Cest un "0" qui est present. Par consequent 
egalement pendant la duree des impulsions d ' inscr ipti on , c est 
e n permanence un " 1 » ,ui est present a 1 ' entree 28^ de 
35 OU 28l k , tandis qu • aux autres instants, Cest un "0» qui est pre- 

Lt. Etant donne que pendant 1 ■ ensemble de la phase d- inscrip- 
tion on a Tj. = 0, la seconde entree 283 k d. 1 ' organe 0U 281, trans 
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tOUj ° UrS Un "O" Pendant la phasc d ,, 
cette phase d • inscription la , ! """P* 1 ™ • Pendant 

— Par con Seque ;t 1 :;ri 2 d 82 - de — »<»-<»> 

US im P«^ions, c'est-a-dire que le T ^ PaUS6S entre 

sant et CP l= • transistor 271 

cela sxgnxfie a nouveau que 1 • on a k PaS ~ 

S ° rtie 282 , et par consent ie t "°" * ^ 

^ tension de source U est Dl ^^s^ 2 7' k est oloque. 
— e d e la resistance^ ^ T " ^ 

T S * 0. ^ transistor 272 est ^^o^ <= ' es t-a-dire pour 
transistor 2?3 est „- rendU P««nt, tandis que le 

NON-OU 276 intercale. EtaL d ^ ^ P r -ence de 1 ■ organe 

0 _ ^ ^ tan t do rune aue l^«s ^> - - ^ 

275 sont inegales, la tension h resistances 2 7 U et 

' tension du point pan ^ . 

«•« " P »»vu, v. Par : eeaie 4 v»- 

Que U n /o , etre mscrite, est f 0 n 

Sk ' J p /^ pendant la dure. doo * telle 
exige la chu e de tensl ""Pulsions, si 1 ' on 

Qe te nsxon aux bornes d P i a 

s ae la resistance 277 
Pendant la duree d',,«« - k ' 

entrees des donnas sont , 0 Z paT^^ " ^ 
-ediaire de 1'inverseur 28 Q ( ± ' . COn "*««*. P- 1'inter- 

a 1'entree 28 7 . et, etant / - " " " ' " 1 " 6St W^que 

- - i * eiant donne que T -3- ^ 

" 1,6ntr - 286. de 1-organe ET 28, ? ^ °" "* P ^ S6nt 

tie de cet organe ET 28 «S „ , • 1 COns ^ u «nt la ser- 

vant donne q u e si.ult!^ PPllqU6 m " °" a 1'entree 28k.. 

H ^ Slf nultanement ii n~ o ' 1 

-nt, un -o- est e e al ement pr , sent « " P™<«" P a s d'efface- 

de 1' organ. NON-OU 281 et Da SeC ° nde entr ^ 28 3 . 

1'o^ane NON-OU 28 1 aL Con -^ent la sorite 282. de 

*71 4 . Ce dernier it parT ^ * ^ ^ lle dU ^sistor 

-on de source est donc Ln "" 6 " ^ 
d e lecture. . ^ ^ U Si V, pendant la phase 

Les lignes ou conducteurs des rir-« • 
ion un mod e par bits , son t tous pIac< a » 

Linter^diaire des transits ZZ^T^V^ 
Pour terminer'onva montrerque le, 
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erures k et 5 fourniasent pour les cas respec tivemen t utili- 
ses, les conditions correspondantes d'effacement ou d' ins- 
cription ou de lecture. Dans le cas des deux types de cel- 
lules des figures k et 5, 1 ' of facement s'effectue respecti- 
vement grace au fait qu'une tension positive intense est 
appliquee a la source et qu'une tension de 0 V est appliquee 
a la grille. Pendant la duree des impulsions d'effacement, 
conformement a la figure k, la tension U^^Sf 2 5 a U 0 V est 
appliquee en tant que tension aux differents conducteurs de 
source raccordes par bits. Dans le cas de la figure 5, 

c'est respectivement la tension H.ftjU = 20 V a ko V 
\ . Si p 

* a n; , qui est appliquee aux conducteurs de source 
raccordes par bits. Au conducteur de grille pour un mot 
selectionne est appliquee, pendant la duree des impulsions 
15 . d'effacement une tension V Qi 0 V, tandis qu • aux conduc- 

teurs de grille pour les mots domes non selectionnes, 



1 0 



20 



30 



35 



c'est une tension positive intense U 



Gi 



25 V. Par conse- 



quent seul le mot selectionne est efface pendant les im- 
pulsions d'effacement, tandis que les mots voisins ne sont 
pas influences. Pendant les pauses entre les impulsions 
d'effacement, tous les conducteurs de source des figures 
4 et 5 sont places a une tension- voisine de U o V 



Au 



conducteur de grille pour les mots selectionnes est appliquee 
une tension de lecture positive et relativement 
25 faible U GL qui est suf f isamment faible pour qu'aucune in- 

formation ne puisse etre inscrite. Les conducteurs de grille 
des mots non selectionnes sont places egalement au potentiel 
voisin de U Gk 0 V. Les mots selectionnes sont par conse- 

quent effaces pendant la duree des impulsions d'effacement 
et des perturbations ou parasitages de mots voisins sont ex- 
clus de fag on sure. 

Pendant la duree des impulsions d • inscription, une 
tension positive intense, par exemple 2 5 V, est appliquee au 
conducteur de grille pour un mot selectionne, tandis qu'une 
tension d' environ O V est appliquee aux conducteurs de grille 
pour les mots non selectionnes. 

Dans le cas de cellules de la figure k, un courant 
intense de canal, qui est suffisant pour la programmation 
de la cellule, s'ecoule simul tanement dans les colonnes, dans 
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lesquelles est situee une cellule, dans laquellc peut etre 
effectu.ee une inscription, tandis que dans les colonnes, dont 
la cellule s elec tionnee ne doit recevoir aucune information, 
seul s 1 ecoule un tres faible courant de canal qui ne peut 
etre utilise que comme courant de lecture, mais n'est pas suf- 
fisant pour realiser la . charge d ' une cellule. Dans les mots 
vox s ins non selectionnes, , pour ces memes bits, rien n'est 
inscrit avec un courant de canal intense, e tan t donne que si- 
mul tanement la tension de grille pour les mots non selectionnes 
est Uq^. ^^-O V* Pendant les pauses entre les impulsions d ! ins- 
cription, la tension de grille pour des mots non selectionnes 
est egale a environ 0 V, tandis que la tension de grille d 1 un 
mot selectionne presente une faible tension positive de lecture 
de c ontrole U~ 0 . Pendant les pauses entre les impulsions d'ins- 
cription, le courant intense de canal est egalement supprime. 
II ne s' ecoule qu 1 un tres faible courant de canal qui est assu- 
rement suffisant pour la lecture ou pour la lecture de c ontrole , 
mais ne suffit pas pour realiser 1 1 inscription d'une information. 
En raison des tensions simul tanement differentes de grille pour 
un mot selectionne par rapport aux tensions de grille pour les 
mots non selectionnes, la lecture ne s'effectue en realite que 
pour les cellules du mot selectionne. 

Les cellules d'une memo ire telle que representee sur 
la figure 5 sont chargees par application d'une tension elevee 
entre la grille de commande et une region de diffusion, par 
exemple la source. Pendant une impulsion d 1 inscription , une 
tension positive elevee d ' environ 25 V a 40 V est appliquee 
au conducteur de grille pour un mot selectionne, tandis qu 1 une 
tres faible tension positive est appliquee aux conducteurs de 
grille pour les mots non selectionnes, ladite tres faible ten- 
sion positive n'etant pas suffisante pour realiser 1 'inscription 
d'une information dans la cellule et corr espondant par exemple 
a la tension de lecture de controle lors de 1 ' inscription , ^q^* 
Simul tanement une tension d 1 environ 0 V est appliquee a la 
source dans les colonnes dans lesquelles une information peut 
etre inscrite dans la cellule selectionnee. Toutes les sources 
dans lesquelles ne se trouve aucune cellule dans laquelle doit 
Stre effectu^e une inscription, sont placees simul tanement a une 
tension positive de 1/2 • Les tensions de grille differentes 
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pour des mots selectiormeii et pour des mots non selectionnes 
garantissent qu'une information est inscrite dans la cellule 
selectionnee tandis qu 1 aucune information n'est inscrite dans 
des cellules voisines du meme bit. Dans le cas de bits, dans 
5 lesquels aucune information ne doit etre inscrite , la diffe- 

rence de potentiel entre la grille et la source est dimension- 
nee precisement de maniere que cette difference ne suffise pas 
pour 1 ' inscription d 1 une information et atteigne par exemple 

l/2 U . Ceci permet de garantir que dans toutes les cellules 
P / 
10 d'un bit,dont les conducteurs de source sont charges par 1/2 U p , 

ef f ec tivement aucune information n'est inscrite. 

Pendant les pauses entre les impulsions d 1 inscription , 
aux grilles selectionnees est appliquee la tension de lecture 
de controle lors de 1 ' inscription , U QS , qui correspond a une 
15 faible tension positive. A tous les conducteurs de grille 

voisins est appliquee une tension d 1 environ O V. A tous les 
conducteurs de source est appliquee s imul tanemen t une tension 
de 0 V et il s 1 ecoule un faible courant de lecture entre la 
source et le drain. Par consequent on est certain que la lec- 
20 ture de controle n'est effectuee qu 1 au niveau des cellules du 

mo t selectionne . 

Lors de la lecture c'est la tension de lecture U GR 
qui est . appliquee a la grille pour le mot selectionne. La 
tension pour des mots non selectionnes est egale a 0 V pendant 
25 la lecture. 

Pour des cellules, qui sont chargees et dechargees 
au moyen de champs electriques- intenses appliques entre la 
grille de commande et une region de diffusion, par exemple 
la source, on peut developper un circuit de commande de source 
30 analogue a celui represents sur la figure 5 et qui garantit 

que la difference de potentiel entre la grille de commande et 
la source de cellules non selectionnees n'atteint qu 1 un tiers 
de la difference de potentiel qui est appliquee entre la grille 
de commande et la source pour realiser 1 1 inscription dans des 
35 cellules selectionnees. Une telle modification du circuit de 

commande de source represents sur la figure 5 pourrait etre 
obtenue au moyen d 1 un dimensionnement approprie et un cablage 
approprie des resistances 27k et 275 de la fi&ure 5- En outre 
les elements 520 et 510 du circuit de commande de grille de- 
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"n. tone edification pour „ it 

- «™ <.« «nt «,,„«.. aans le brevet rran5ais No 

Des memoires conformes a 1 'invention peuvent etre 

" d " me "° ir " «" •» -'indicatif, dans des 

ae petits calculateurs. 
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mr VINDICATIONS 

. Mo.oire non voXatil., r« P r» E ™««- «l.ctrl,u.».nt 

„„ ..... eo.port.nt c.nux.. «. "^\ di T;'::~«i". 

d e c.^and. «t interconn.ct, * I- - — 

„anier. ,u. pour d. — . 

r< „ - ~;->.i.. d..ffac.,.ent et d' In.crl ptxgn. dont la fin e. 
S^e-e par ^apparition ^ prTd^in. d..ffac...nt 

ou description d-un. ou d. plu.i.urs cellules - 
, 0 fai.ant partie d'une ii.no d. *. m oir. , dan, »,». . * 

Mr. realise » .«..««« ou une inscription, ledxt ««* 
alefK o..». ou d.inscription d'un. ou do ^"""".^i/ 
do d. la iiene d. — i» consid.re, ^ta^t^o^ 

dure. defacement ou description de cotte lx«n. 

1 5 de memoire . 

2 , Memoir, suivant la re.endication ,, car.ct.risee par 

1. fait cu.un circuit d. c— int.rconn.ct. a la «trxc. 

4- ^ t, 1T ^ lime de memoire et pour le conux 
liable d'effacement d'une . 

- « j _ la ngne de memoire, qui doit etre effacee, 

^^^^ 

l~eTde telle m^.^a^MflC.es.SM^de^LfifiX^ „„. 

25 ein^rTTeTpTctivement dans les P auses_entre impulsions. 

3) Memoire suivant les r evendications 1 et 2 prises 

■ . . „ _ n ^ fait nu'un circuit ae 

dans leur ensemble, caractensee par le 

' x to matrice de memoire ae tene 
commande est interconnected la a ^ 

maniere que la duree d'effacement d une Ixgne lesquel _ 

A _ - e liiles de memoire, dans lesquej. 

30 terminee lorsque toutes les possed ent une tension 

les est realisee une lecture de contraie, p 

i tt i inferieureou egale a U I , lors 

de seuil U T , avec U T \ * Liiules 

' j oredeterminee des ceiJ.uj.es 

que U GL designe une valeur de seuil prea 

de memoire utilisees. 

• an t Ta revendication 1, caracterisee par 
u\ Memoire suivant la revenux 

53 ' ocr interconnects a la ma- 

le fait qu'un circuit de commande est 

trice d. »e.oir. do toil. »ani.r. la dure. d-.fr ™' 

^ll. est att.int. au m o,.n d.une tension defacement ap- 
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Pliquee de r-i,-~„ 

la 9 on continue dan^ t 

de contrsio mlmtl £z Wr* •* - -•«» 

lleM de etant ter„i ne e i d, « f '-»c-«« d . une 

- -<-.ir.. „u niveau dosqu 1 ' > " <! " e "«« I- cellules 

""-I.. po „, de „ t _ »•■ «. -rectus i, iectupe de 

5) ' I GL I 

Memoir, suivant r m . „ , 

^..roonneot. . la ma d f " m t . qU . U " """" - <=°™.nde .„ 

P«- -ootention aVe «> ««". ™nie« que , 

<le „ emoire et « d »""Ptt» variable d , un . 

™" sul *» '«.por«i, all „„., ( SMt r «P«tl.s suivant 

pactiv — * — «« i.. pa US9S ent ; e e r: tr61 * est «- 

6) „. e les impulsions. 

' Memoire suivant i «, 

ln, »"«™««^ i u mtrict demS q " "° circu " d * est 

que toutes l. s c.l luIea de T . " 1» 5 - 
— lecture d . .1"^"' *"«••»•. •» 

i « T | o:°:;:;r. rrr tensi ° n d * 

7) m' I GS 1 

* * 6, caracterisee par le " qUelCOn ^« ^ es reven dications 
-»t et a 1'interieur d . un Dr ^ ' P ° ndant la du -- d'efface- 
— - le cas d(une ten sion J™:^- ^ 
affiche par la diminution de U GL> ^^t efface est 

drain f u 1 valeur absolue de l a ten.H 

' D J <* ue Pendant l a dur< s e „ , . tension de 

riWr d '" n Processus de l ecture " — i ption et a 

ten Sion de ffrille 1 ,^*" re ^ C ° ntr3le - d — ^ ca s ^ 

I'accr-oissement de ?f t affiche pa^ 

6 la tension de drain u I P 
8) M - ' D I • 

Memoire suivant i f 

- - 7, c. r .o t . rl se 0 ^"v,::: t^-*- d - 

"gn.ux de sortie de dr . in „ . . Clle m "i«e qu . le . 

la tension d'i nscrip _ 
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tion ou de la tension d'effacement appli qu 6e S la ligne de memoire 
associee . 

9 ) Memoire suivant 1 1 une quelconque des revendicat ions 1 a 

8, caracterisee par le fait que, pour realiser les differentes 
cellules de memoire, on utilise des transistors a effet de champ 
reprogrammables el ec tr iquement et \qui sont constitues selon le 
principe a grille flottante ou bien selon le principe MNOS. 
1 °) Memoire suivant l'une quelconque des. revendicat ions 1 

a 9, caracterisee par le fait que les conducteurs de grille des 
transistors a effet de champ utilis6s pour la realisation de cellules 
de memoire sont reunis selon le mode par mots et que les conducteurs 
de drain associes soient reunis selon le mode par bits. 
1 1 ) Memoire suivant l'une quelconque des revendicat ions 1 a 

10, caracterisee par le fait qu'un circuit de commande est intercon- 
necte a la matrice de memoire de telle maniere que les tensions de 
grille, qui sont necessaires en tant que valeurs predetermines 
de tension de seuil (U GS et U GL ) pour la lecture de controle lors 
de la progranunation et de 1 1 ef f acement , ainsi que la tension de gril- 
le pour la lecture de la memoire (U GR ) sont prelevees sur un meme 
diviseur de tension de telle maniere que l f on ait touj ours | U GL | inf e- 
rieure aju GR jet que 1 9 on ait simul tanement |u GR | inferieure a|U GS |. 





7 



PL. in_5 



2430065 



FIG 3 




0 hT d 



FIG 3a 



450 



, ^51 Am 


U54 455 


456 




r 










-* — < 







PL. IV-5 

2430065 



1 



f L- ' 

572 



[sT^J^^j FIG 4 



=^51 
h I 

— I I 

259|4Ep 




i 
I 



i 



* 0 



FIG 5 



2430065 



T L II **20V /,0V 




This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHHBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



